Navrh tranzistorového zesilov#&e

Soustava charakteristik tranzistoru:

Vlastnostem tranzistdrodpovida ufity prabéh statickych charakteristik.fPkresleni charakteristik
zavisi volba veliin na zvolené soustawtyipélovych rovnic a na zapojeni tranzistoNag. pro tranzistor
NPN v zapojeni SE (obr. 1a) mé& soustéy@polovych rovnic s paramettytvar:

a)

Obrézek 1 Charakteristiky tranzistoru NPN v zapb@rSE a b) SB

Ul-= UBE 11 = IB UBE = hl (IB; UCE)
U2 = Uce 12=1 Ic = h2 (lB; UCE)

Na zaklad pravidla, Ze I. kvadrant je pro vystupni, Il. kvaxt je pro pevodové, lll. kvadrant je pro
vstupni a IV. kvadrant je proigvodové zptné charakteristiky, se kresli Uplna soustaigr skupin
charakteristikfj. vystupnich, pevodovych, vstupnich a &mych (obr. 1).

U téhoz tranzistoru, ale v zapojeni SB (obr. 1&)yychazi ze soustavy rovnic:

-Uge  =h1(-lg; Uce)
IC =h2 (-lE; UCB)

Proud E a napgti Ugg maji zaporna znameénka, protoze jejichésmijsou op@né vzhledem
k dohodnutému kladnému gm obvodovych vetiin ¢tyfpdlu. Ohyb charakteristik se objevuje jefi yelmi
malych kolektorovych nagpich. V zapojeni SB probihaji vystupni charaktéstéz v oblasti zaporného n&p
Ucg a kolektorovy proud se zmensuje obracpalarizovanym nafiim kolektorového fechodu.

1. Kolektorova ztrata tranzistoru:

Z povahy tranzistoru jako polovagiveho prvku plyne, Ze jeho vlastnosti Zmazaviseji na teplet
Teplota pechodu je ovliviina hlavig elektrickym ztratovym vykonem, ktery se v tranarstmeni v teplo.

Celkovy ztratovy vykon je dan sé&em ztrat na emitorovém a kolektorovérreghodu. Pracuje-li
tranzistor v aktivni oblasti Il, jsou ztraty na éomovém a kolektorovém ipchodu, ktery je polarizovan
v propustném sgmu, malé a o Ppustném vykonovém zatiZeni rozhoduje kolektorotvata R. V soustay
vystupnich charakteristik vyztiaje jeji pibéh hyperbola (obr. 1b). Kolektorova ztrata se Witfoze vztahu:

Pc=Ucg*Ic= pflblliné Uce *lc.

V zavislosti na ztratovém vykonu se tranzistoéli da tranzistory s malym ztratovym vykonem (asi do
50 mW), stednim ZV (od 50 mW asi do 3 W) a na tranzistoryorybveé.



2. Napdajeni tranzistoru jednim stejnosnérnym zdrojem:

Vi s

Tranzistor v zapojeni SE je napajen, ¢hoz zdroj + | napaji pes
odpory R a Re pirechod kolektor-emitor aéticem napti Rg1 a Rsz se givadi
napsti na bazi.

Pfi navrhu dlice se zpravidla vychazi z podminky, aby baze byla
napajena konstantnim nsjm. Cim mér je dsli¢ zatizen, tjgim vstsi je pondr
Ig2/lg mezi gicnym proudem é&ice a proudem odebiranym do baze, tim stélejsi
bude vystupni nagi délice. Obvykle se voli:

lg2= (5 +10) b

Obrazek 2 Pomoci Théveninovy ey lze dokézat, Ze zapojeni tranzistoru
s clicem napti vykazuje stejné vlastnosti jako zapojeni sénaw zdroji.
Pfi navrhu zapojeni tranzistoru seckdy vychazi z dané polohy klidového pracovniho bodu
a kolektorového odporu. Pro zvolené zapojeni seoditgui pouzité odpory a zdroje a dodate se pak
kontroluje stabilizani (inek.

U zapojeni s &i¢em nagti podle obr. 2 plati pro obvod vedeny od kladnérky zdroje pes kolektor a
emitor rovnice:

Un = Rele + Uce + Re (Ic + Ig)
Napsti na emitorovém obvodu se obvykle voli (2 +~ 4)déz odpovida asi (0,1 +~ 0,3)y\UPro napti
zdroje vychazi vztah:
Uy = Rclc+Uce
N~=1-001-03)

Odpory dlice se vypeitaji feSenim rovnic:

Un = Rei1(lre2 + Ig) + Uge + Re(lc + Ig)
Re2le2 = Uge + Re(lc + Ig)

Pro pondr odpoi cklice vychézi vyraz:

Rb1  Un—Ube — Re(Ic +Ib)
Rb2  Ube + Re(Ic + Ib) + Rb2Ib

Vzorec udava pogm odpofi dklice v zavislosti na B. Velikost odporu B, se voli s ghlédnutim ke
dvéma hlediskm:
- Souwet obou odpar uréuje v zavislosti na napi zdroje U, pricny proud dli¢e; jak bylo uvedeno,
ma byt gi¢ny proud podstathvétSi nez proud odebirany do baze.

- Odpor Ry, setfadi paralela ke vstupnim svorkam a na jeho velikosti proto g&avstupni odpor
obvodu.

Zdroj: Kurs radiotechniky — Jaroslav Dv@cek a kolektiv, SNTL 1975 prvni vydani



